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要約 【利用分野】シリコン基板上に形成される単結晶の窒化アルミニウム層の表面

の平坦性及び結晶性の向上を図ることが可能なエピタキシャルウェハ及びその

製造方法、紫外発光デバイスを提供する。

【発明の内容】エピタキシャルウェハ１は、シリコン基板１１と、シリコン基

板１１の一表面側に形成された単結晶の窒化アルミニウム層１６と、シリコン

基板１１と窒化アルミニウム層１６との間に設けられ窒化シリコンの形成を抑

止するアルミニウム堆積物１２とを備える。また、エピタキシャルウェハ１は、

シリコン基板１１とアルミニウム堆積物１２と窒化アルミニウム層１６とに跨

る複数の空洞部１７とを備える。アルミニウム堆積物１２及び窒化アルミニウ

ム層１６は、減圧ＭＯＶＰＥ装置により形成されている。エピタキシャルウェ

ハ１は、紫外発光デバイスの製造に利用することができる。
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